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１．概要（Summary） 

カーボンナノチューブ(CNT)の集合体は非常に高い放

射率を示すため、黒体放射光源への応用が期待されて

いる。CNT を成長させる一般的な方法として、浮遊触媒

化学気相蒸着(FCCVD)法が提案されているが、触媒粒

子を保護する機能を持つアルミナ薄膜を基板に成膜する

必要がある。一般にアルミナ担持層は電子線蒸着により

成膜されるが、複雑な 3 次元物体表面に成膜することが

困難である。そこで、大気中で行える簡便な粒子ブラスト

(SB)処理を用いたアルミナ担持層の成膜方法が

Watanabeらにより提案されている[1]。本研究では、電子

線(EB)蒸着または SB 処理でアルミナ担持層を成膜し、

その上に成膜したCNT膜の構造と特性を比較して、触媒

担持層の膜形状（連続／不連続膜）が FCCVD 法による

CNT成長に与える影響を評価した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム真空蒸着装置 

【実験方法】 

CNT成膜基板には、寸法 25 mm×25 mm×0.5 mm

のTi基板を用いた。基板表面は 2つの区画に分け、1区

画は粒径が約 50 µmのアルミナ微粒子を用いた約 30秒

間の SB処理を行い、残りの 1区画はα-A12O3を蒸着源

とした電子線蒸着(EB)により厚さ 20 nm のアルミナ膜を

速度 1.0 Å/sで成膜した。その後、基板を管状炉内中心

部に設置し、FCCVD 法を用いて CNT を成長させた。

CNTの成膜温度は 700、800、900℃条件に設定した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig.1は、各触媒担持層上に成長させたCNTの表面お

よび断面の SEM 像である。SB 処理及び EB 処理担持

層上の CNT構造や膜厚に差が生じていることがわかる。 

 

Fig. 1 CNT SEM image of each sample at 700 ℃:(a) 

EB-surface, (b) EB-cross section and (c) SB-surface, 

(d) SB-cross section. 

 

Fig. 2 Wavelength dependence of the emissivities of 

the CNT aggregates. 

Fig. 2は、Ti基板に成膜した CNT集合体の分光放射

率の測定結果であり、EB 処理担持層上に成膜温度

700℃で成長させた CNT が最高の放射率を示した。

CNT 集合体の放射率は、成膜温度が上昇すると減少す

る傾向を有し、EB処理の方が放射率の高いCNT集合体

を成長させ得る構造の触媒担持層であると見なせる。 
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